
12. Полупроводниковые приборы и устройства
Стимулированное излучение в InGaP/GaAs/InGaAs структуре на Ge/Si подложке
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В настоящее время актуальным является направление интеграции кремниевой электроники с оптическими элементами на основе полупроводников А3В5, что в перспективе позволит использовать преимущества кремния и прямозонных полупроводников на одном чипе [1]. 
В представленной работе приводятся результаты исследования лазерной гетероструктуры InGaP/GaAs/InGaAs, выращенной методом МОС-гидридной эпитаксии на предварительно изготовленной методом «горячей проволоки» Ge/Si(100) подложке. Отметим, что в данной работе впервые используются в качестве ограничительных слоев InGaP слои, в отличие от большинства работ, где используются AlGaAs слои (см., например, [2]).
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Для исследования оптических свойств структура раскалывалась на полоски шириной 3 мм. Спектр спонтанного излучения из структуры (штриховая кривая на рисунке) при температуре жидкого азота был получен при оптическом возбуждении излучением непрерывного Nd:YAG лазера с удвоением частоты (длина волны 532 нм). На рисунке видны два широких пика: пик в районе длины волны 840 нм соответствует излучению из слоя GaAs, а пик в районе длины волны 910 нм соответствует излучению из InGaAs квантовых ям. 
При накачке излучением импульсного параметрического генератора света MOPO-SL "Spectra-Physics" (длина волны 650 нм), наблюдалось возникновение стимулированного излучения из структуры на длинах волн 851 нм и 918 нм (сплошная кривая на рисунке). Также была определена пороговая плотность мощности накачки для возникновения стимулированного излучения ~ 17 кВт/см2.
Работа поддержана РНФ (проект № 14-12-00644).
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Рис. 1. Зависимость величины B от параметра А.
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